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3〕 , 关于 多孔硅的光 电压效应和气敏特性研究甚少民
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硅与单 晶硅衬底之 间形成异质结构如图 1
( b )
。
当光垂直照射 S n O
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结果是在 S n 0
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这些光生载流子的扩散和在 P S / iS
异质结电场作用下
.




















衬底为 ( 1 1 1 ) P 型 硅单晶
,













制得 P S / iS 样品经清洗后
,
在 3 50 ℃时进行
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2 又 1 0 一 咯 ) c m 的光照下
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测量 了三个 不同光强光照 的
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在不 同 温度 时
,
分 别测量 了 1 %浓度
( 与空气体积 比 ) 的 H
Z 、
C O 或液化石油气
的氛围中的 S n O
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75 义 10 一 C m 的光照下
,
其
光 电压 比在空气 中相应的光电压下降了 27 %
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(2 ) 当空气 中混人 1 % C O 后 (体积 比 )
,
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( 3) 当空气 中混入 1写的 H
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时 ( 体积 比 )
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因此总的结果使 S n O
Z






表 1 S n O
: / P S ,S/ i 在含有 1%液化石油 气的氛围中
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表 3 S n O
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② 由图 3 可看出
,
在 三个不同光 强 的光照下
,
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而本研究制备的多孔硅层厚度约为 7 x 1o







光生载流子主要在 S n O
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可 以研究其能带结构和验证 P S 的量子限域效应
。
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